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Bipolarni tranzistor

»krmiljenje tranzistorja, tranzistorski efekt-korak 1
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Bipolarni tranzistor

»krmiljenje tranzistorja, tranzistorski efekt-korak 2
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»krmiljenje tranzistorja, tranzistorski efekt-korak 3

Bipolarni tranzistor

- zdruzimo korak 1 in korak 2

_+_

<— Ugg

tok rekomb

< UCB

Ef ; @ v mirdvni tok Icg
-:/ >

¢

-~

: f tok :
|4 \J~ ? rekombmacu

©

1%
4

~ glavni |
~ tok /

doc. dr. Peter Zajec

Elektronika

4




Bipolarni tranzistor

»simbolna predstavitev J Ic
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Bipolarni tranzistor

>»osnovne vezalne sheme
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Karakteristike bipolarnega tranzistorja
»vhodna
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Karakteristike bipolarnega tranzistorja
»izhodna
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Karakteristike bipolarnega tranzistorja

»izhodna karakt., mejne vrednosti
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Karakteristike bipolarnega tranzistorja

>»krmilna karakterisitka
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Modeli bipolarnega tranzistorja

»>Cilj modela: poenostaviti opis, analizo vezja
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Modeli bipolarnega tranzistorja
»>Cilj modela: poenostaviti opis, analizo vezja
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Tranzistor kot ojaCevalnik
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Tranzistor kot ojaCevalnik
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Tranzistor kot ojaCevalnik
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(Ne)stabilnost mirovne delovne tocke

»vzrok:temperaturna odvisnost tranzistorskih lastnosti
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(Ne)stabilnost mirovne delovne tocke

»vzrok:temperaturna odvisnost tranzistorskih lastnosti
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(Ne)stabilnost mirovne delovne tocke

»vzrok:temperaturna odvisnost tranzistorskih lastnosti
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Stabilizacija mirovne delovne tocke

»zacetna postavitev mirovne delovne tocke
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Stabilizacija mirovne delovne tocke
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Stabilizacija mirovne delovne tocke
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Stabilizacija mirovne delovne tocke
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Stabilizacija mirovne delovne tocke

»Faktor stabilnosti
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Tranzistor kot stikalo

»>cilj:vklop/izklop bremena
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Tranzistor kot stikalo

»nacini izkrmiljenja stikala v_zapornem podrocju
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Tranzistor kot stikalo

>jakost izkrmiljenja stikala v_podrociju nasicenia
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Tranzistor kot stikalo
>jakost izkrmiljenja stikala v_podrocju nasicenija
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Tranzistor kot stikalo

»bazno prekrmiljenje povzroci povecanje krmilnih izgub
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Dinamicne (preklopne) lastnosti tranzistorja
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Vklop tranzistorja
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Vklop tranzistorja 091,
0,1-I¢,
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Dinamicne (preklopne) lastnosti tranzistorja

<izklop tranzistorja
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Izklop tranzistorja
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Bazno prekrmiljenje...sklepna misel
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...dinamicno prekrmiljenje
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...dinamicno prekrmiljenje

»desaturacijsko vezje (angl. Baker clamp)
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo

UCE,sat

TN
-~ tf
[
p—
~__
$
~
S
© Vo
- N
]
[l
— [l
/4”\ )
~ f
Q, .
S~
~
o
&
~
)
UC
Q ) ,.F
= g 3
— .r ~~
< < =
g = ~
Q O Q
m w ——o
N N — _
0 ~
S S
§§)
™~ Q A __
RS A-
TN
~ ~ o
o _ ;
b — O |
~ N ©) 1 ||“
= 5 0D _
~ I <
I S |
- A~ ~ T !
= S | |
. S i |
i i i
[} [} [}
[} [} [}
[} [} I
I [} I
[} [} [}
&~ i _ |
Q m i i
_ i |
I [} [}
& _ _ "
MO “ [} [}
> | ] M i O O | O
Thee—— - |
IIIIIIII A== --—-F--ft----- ————— e —————-
N I S SRR N DR SRV OO IS B
11 S I
¥ 3 |
11 [}
i i
5 S
> S

Elektronika

doc. dr. Peter Zajec

42




Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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Tranzistor kot stikalo
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